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30 e Exercicios

Questoes de Revis

Questdes de revisao

as questdes seguintes sio
a. Determine qual. %
nde realizar @ porta logica CMOS da fig
empos de pmpagacao niio sejam suj

ja com ( WP =3efl W/L)N = 2¢

para cada uma d propostas quatro re
apenas uma esth corret

51 Suponha que prete
neira que 0§ SEUs t
CMOS de referénc

raglo apresentada para os transisto

dido sd0 4,4, 8,8.3, 3,6,6.
para 0 dimensionamento

a) Seguindo a nume’
yerificam o preten

b) Existe apenas uma solugdo
garanlir a condigio dos tempos de propagagdo enunci

¢) Existe uma solugio que verifica 0 pretendido, em que
apresenta uma relagdo (W/L) superior a .
d) Os transistores M, ¢ M, tém de ter a mesma relagdo
a condigdio relativa aos tempos de propagagao.

5.2 Portas logicas e
m CMO ..
S S complementar de elevado fe

) :
) Apresentam valores de esforgo 16gico muito baixos.

b Apresentam
P , por norm :
¢) Sdo demasiado répida:. capacidades de entrada
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dugd 3

Ull..u-_-_.-.un:\ de lmh_-..s da figura abaixg " i con.
Bomplementar da fungdo booleana; N @ iy
; ement
: - agio
y=(A+ B)C + D. fisica em Cvmos

b v -(48+ G)D;
y = (AB+C)+D.
gy - (4 B)C.D.

m circuito combinatério apresenta em cada um dos seus 3 estigi
_ o O " 5 J estagios os 5 de
bout 12,6 ¢ If'ara mlmllza!' a velocidade deste circuito. os esfé i da‘m?b -
esenhados, de forma a exibir os seguintes valores do at;aso de fgms e
an-oul’,

8.65,8.65 ¢ 8.65.
6,9el2.

Jativamente ao circuito da figura que se segue, suponha entradas estatisticamente
ependentes e com valores 16gicos equiprovaveis (p,=p,=0.5). Admitindo que
pacidade concentrada nos nés X e ¥ e de 10fF & 50fF, respetivamente, ¢ que a
io de alimentagdo ¢ 2.5V, a poténcia dindmica dissipada pelo circuito serd dada

164. InW/MH:.
74.2nW/MHz.

8.6nW/MH:z.
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5.6 A técnica denominada VTCMOS consiste em:

a) Atuar nas tensdes de substrato dos Iranslslol_‘CS praerds uraro
modulagiio do comprimento dclcan.al e, nss"; circmuim .

b) Desligar seletivamente blocos inativos de u :
estatico. : . ¥
¢) Usar o efeito de corpo para alterar dmamlcan:::;:i::
1 nente, o ¢« . }

res e reduzir, cc q n

d) Diminuir a tensdo de substrato dos tmnsisl(_)rcs PMOS ¢
substrato dos transistores NMOS para reduzir o consumo 5

Exercicios

Em todos os probl seguintes ¢
tico.

idere os transistores descriloq

5.7 Para os transistores da porta da figura abaixo, adn"lita 4t

Vo = IVl = 0.8V e L = 0.5um. Calcule o valor minimo d

sscida na sai ' idade de carga de 0,
descida na saida, considerando uma capacidade de carga

58 Tendo em conta os parimetros e o circuito fornecidos no Exer
valor do limiar de comutagdo, ¥, . da porta para os casos em g

a) A e B mudam de estado simultaneamente,

b) A muda de estado e permanece no nivel logico (),

5.9 Considere a implementago, numa unica célula CMOS comp e
F=A4+B(C+ D) '

4) Se o inversor que é adotado como referéncia for constituido pe
razdes geométricas W), =25e W), = 15, quais devi

geométricas dos transistores correspondentes as entradas 4 a D
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Nota: As capacidades sdo expressas em fungiio da unida
responde i capacidade de porta de um transistor de d
de referéncia da figura do Exercicio 5.10 apresenta uma
de 3C e uma capacidade de saida (C,) também de 3C.

5.12 Considere a implementagdo, numa tnica célula CMOS
Z =(A+ B).(C+ D)+ E. Mostre que o layout desta cél
as regras gerais do desenho estrutural das células-padrdio,
te, uma das difusdes, n ou p, interrompida.

5.13 Considere as duas realizagdes da fungio OR-6 da figura que
CMOS em que C = 9fF (a capacidade de porta de um
mas). Assuma o inversor de referéncia representado na f

Solucio A

) Admitindo que a capacidade em qualquer uma das e

apresentada) nio pode exceder 65/F e que C,=40C+

duas implementagdes ¢ a mais ripida. Dimensione a |

: ¢ apresente o valor da largura de canal dos transistore
) Compare agora as duas j 2 el
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Solugo B
Solugho A >
CLK

a2 CLK Imtfo':

o 12 -
I CLK 1 I: p
T capt
Inversor de i a5t _
o , sio P

Inversor d¢'

referéncia

o esfor¢o 16gico e 0 atraso parasi
plementares do tipo NAND e NOR, com N entradas, dimensi
inversor unitario de referéncia com W, = W e W, =S
o esforgo logico em fungdo de S, para N constante, em ¢ t

5.16 Calcule expressdes para
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